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１．概要（Summary） 

セラミック基板に半導体チップを搭載する方法として、

金属薄膜パターンを用い半導体チップを接着する実験を

検討している。まずはシリコンウェハ表面に金属薄膜のパ

ターニングからはじめた。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

両面マスクアライナ、レジスト塗布装置、レジスト現像装

置、基板接合装置、ウエハスピン洗浄装置、蒸着装置、 

段差計、ボンドアライナ、顕微鏡、厚膜フォトレジスト用

スピンコーティング装置 

 

【実験方法】 

シリコンウェハやセラミックウェハを使って金属薄膜の成

膜とパターニング（配線幅 4 m）の条件出しから始めた。 

最初にスピンコータを使用して、シリコンウェハ（４インチ）

にフォトレジストを塗布した。フォトレジストは１層目に犠牲

層を塗布して２層目にポジレジストを塗布し、２層目のみを

エッジリンスした。 

次に、両面マスクアライナで露光した後にレジスト現像

装置で現像してフォトレジストをパターニングした。フォトレ

ジストをパターニングしたウェハに金属薄膜を蒸着装置で

成膜した。金属成膜したウェハのフォトレジスト部分を剥離

するリフトオフ法によって、金属薄膜をパターニングしたウ

ェハを試作した。 

メタライズしたウェハやチップを接合装置にて接合し、

接合強度を測定する。今回は、メタライズした２枚のウェハ

をボンドアライナを使ってアライメントを調整してからウェハ

接合装置にて接合実験を実施した。 

 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 ウェハ表面にメタルパターンを形成し、メタルパターンを

接合面とするウェハやチップの接合実験をした。 

２枚のSiウェハ上に形成したメタルパターンを使用した

接合実験の結果は、ブレード試験で十分な接合強度が

出ていることが確認できた。アライメントについては接合

後に赤外線顕微鏡で確認した結果、目標の±５μｍ以

内に収まっていることが確認できた。 

次に、セラミックウェハ上に形成したメタルパターンと Si

ウェハ上に形成したメタルパターンとの接合実験結果は、

接合強度 10MPa以上の目標に対して２MPa以下となっ

ており、接合強度が不足している結果となった。 接合強

度が不足している原因として、素材やメタルの表面粗さと

接合前の表面クリーニングに課題があると推測している。 

今後の予定として、接合前の素材やメタルの表面を改

善し、接合装置の接合温度条件の最適化を考えている。 
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